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Rozwiązania oparte na 
równaniach Schrödinger’a

Low and thin barriers  nc-

Si in a-Si:H thermionic  

diffusion and tunnel 

conductivity 

High and thick 

barriers, a trap state 

in side thick barrier 

tunnel/hoping 

conductivity

High and thicker 

barriers tunnel 

conductivity



Symulacje oparte na 
równaniach Schrödinger’a

Praca magisterska T.K.



Optymalizacja studni i bariery
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